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(400 – 950 нм). Выбор данного спектрального диапазона обусловлен наличием большого количества полу-
проводниковых лазерных излучателей, основанных на различных гетероструктурах, и широкодоступных 
и недорогих фотодетекторов для данных длин волн. 

Полупроводниковый лазерный диод является устройством, которое требует защиты от статического 
электричества, а  также работает в определенном диапазоне температур и  токов инжекции. Поэтому 
был разработан блок излучателя, позволяющий производить его подключение к блоку питания, не вы-
ключая последнего. Кроме того, в данном блоке хранится информация о типе излучателя и его рабочих 
параметрах, что дает возможность автоматически приводить параметры блока питания в соответствие 
с параметрами модуля излучения. 

Схематически комплекс состоит из трех основных частей (модулей): модуля питания и управления, 
модуля полупроводниковых излучателей и модуля регистрации излучения. Модуль питания и управле-
ния (рис. 1) осуществляет накачку, термостабилизацию лазера и управление режимами работы. В комп
лекс входит два таких модуля: один осуществляет питание лазерных диодов постоянным током, а вто-
рой позволяет подавать на лазерный диод ток с амплитудной модуляцией. Оба модуля могут выдавать 
токи от 1 до 200 мА с точностью до 0,1 мА. Слабая модуляция осуществляется наложением на постоян
ную составляющую гармонических импульсов с частотой следования от 1 кГц до 15 МГц. Каждый 
модуль также осуществляет термостабилизацию в пределах от 15 до 50 °С с точностью до 0,1 °С. 

Так как полупроводниковые лазеры обычно выпускают в виде готовых блоков, доступ к внутрен-
ним частям которых закрыт, нами было решено создать модульную систему, где доступа к полупровод
никовым кристаллам также не будет. Поэтому в качестве излучателей используются сменные закрытые 
модули полупроводниковых излучателей, которые монтируются на штатив, соединенный с модулем 
питания и управления (см. рис. 1).

Модуль полупроводниковых излучателей (рис. 2) содержит в себе лазерный диод, элемент Пельтье 
для осуществления термостабилизации и цифровой идентификатор, который при подключении рас-
познается модулем питания и управления, что позволяет исключить ситуации, когда из-за неправильно 
выставленных параметров лазерный диод выходит из строя. Таким образом, осуществляется защита 

установки от ошибок эксплуатации. Комплекс содержит модули из-
лучателя с  лазерными диодами, генерирующими в  диапазоне 405, 
450, 520, 635, 650, 660, 670, 808, 850 нм. Элемент Пельтье обеспе-
чивает термостабилизацию в пределах от 10 до 40 °С. Корпус мо-
дуля излучателя одновременно выступает и радиатором для отвода 
тепла. Такая компоновка системы термостабилизации позволяет как 
существенно снизить инерционность всего устройства, так и  под-
нять точность установления температуры лазерного диода. Кроме 
того, в блоке излучателя находится коллимационная линза, которая 
формирует пучок лазерного излучения. 

Модуль регистрации излучения (рис. 3) представлен широким на-
бором технических средств, которые позволяют определять энерге-
тические, спектральные, поляризационные, пространственные и  ди-
намические характеристики. Таким образом, осуществляется гибкая 
настройка под каждое конкретное задание. Для регистрации выходного  

Рис. 1. Общий вид модуля питания и управления (слева)  
и модуля полупроводниковых излучателей (справа)
Fig. 1. General view of power and control module (left)  

and semiconductor radiator module (right)

Рис. 2. Модуль полупроводниковых  
излучателей (9 различных длин волн)
Fig. 2. Semiconductor radiator module  

(9 different wavelenghts)


